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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Anordnung mit lichtemittierenden Dioden mit einem integrierten Schutz vor einer elektrostatischen Entladung 

® Eine Anordnung mit einer lichtemittierenden Diode 

umfafct ein Leistungsnebenschlufcetement, das einen ■ 

elektrischen Uberbelastungsschutz fur eine lichtemittie- 
rende Diode schafft und eine Beschadigung an der LED 
aufgrund einer elektrostatischen Entladung verhindert. 
Das Leistungsnebenschlufcelement ist parallel zu der LED 
ihherhalb der LED-Anordnung geschaltet und schutzt die 
LED durch Ableiten eines elektrischen Stromes von der 
LED und durch Begrenzen der Spannung an der LED auf 
eine Klemmspannung, wenn eine Schwellenspannung an 
der LED uberschritten wird. 
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Aufgrund ihrer kompakten GroBe ersetzen lichtemittie- 
rende Dioden (LEDs) die sehr zuverlassig sind und einen 
niedrigen Leistungsverbrauch haben, Gliihlampen in einer 
Vielzahl von optischen Signalisierungssystemen, wie z. B. 
Automobilriicklichtem und Ampeln. Gegenwartig verfug- 
bare LEDs sind jedoch anfallig fur Beschadigungen auf- 
grund einer elektrostatischen Entladung (ESD; ESD = Elec- 
trostatic Discharge) wodurch das Verhalten verschlechtert 
werden kann, und wodurch die Zuverlassigkeit der Signali- 
sierungssysteme, in denen die LEDs verwendet werden, re- 
duziert wird. Um die LEDs vor einer ESD-Beschadigung zu 
schiitzen, werden spezielle Handhabungsvorkehrungen 
wahrend des Zusammenbaus der optischen Signalisierungs- 
systeme getrofFen. Diese Handhabungsvorkehrungen erho- 
hen die Herstellungskosten des Systems, da sie das Erden 
von Ausriistungsgegenstanden, wie z. B. Arbeitsplatten, Bo- 
denbelagen, Bestiickungsbefestigungen und Werkzeugen 
und ferner von Personen, die mit den LEDs umgehen, um- 
fassen. Zusatzlich sind die Handhabungsvorkehrungen nicht 
vollstandig wirksam beim Verhindern eines Aufbaus eines 
elektrostatischen Potentials, das eine ESD bewirkt, die die 
LEDs beschadigt. 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, 
einen Schutz vor einer elektrostatischen Entladung fur eine 
Anordnung rnit lichtemittierenden Dioden zu schaffen. 

Diese Aufgabe wird durch eine Anordnung mit einer lich- 
temittierenden Diode nach Anspruch 1 gelost 

GemaB dem bevorzugtert Ausfuhrungsbeispiel der vorlie- 
genden Erfindung umfaBt eine Anordnung mit einer lichte- 
mittierenden Diode ein LeistungsnebenschluBelement, das 
einen elektrischen Uberlastschutz fur eine LED schafft, und 
das eine Beschadigung der LED aufgrund einer elektrostati- 
schen Entladung (ESD) verhindert. Das Leistungsneben- 
schluBelement ist parallel zu der LED innerhalb der LED- 
Anordnung geschaltet und schutzt die LED durch Ableiten 
eines elektrischen Stroms von der LED und durch Begren- 
zen der Spannung an der LED auf eine Klemmspannung, 
wenn eine Schwellenspannung an der LED uberschritten 40 
wird. 

— Bevorzugte-Ausfuhrungsbeispiele-der -vorliegenden=Er-^ 
findung werden nachfolgend bezugnehmend auf die beilie- 
genden Zeichnungen detailliert erlautert. Es zeigen: . f 

Fig, 1 ein Schaltbild einer Anordnung mit einer lichternit- 
tiereriden Diode, die ein LeistungsnebenschluBelement um- 
faBt, und die gemaB dem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung aufgebaut ist; 

Fig. 2 einen Querschnitt der Anordnung mit einer lichte- 
mittierenden Diode gemaB einem ersten bevorzugten Aus- 
fuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung; und 

Fig. 3 einen Querschnitt der Anordnung mit einer lichte- 
mittierenden Diode gemaB einem zweiten bevorzugten Aus- 
fuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. 

Fig. 1 zeigt ein Schaltbild einer Anordnung 10 mit einer 
lichtemittierenden Diode, die ein LeistungsnebenschluBele- 
ment 12 umfaBt, das gemaB dem bevorzugten Ausfuhrungs- 
beispiel der vorliegenden Erfindung aufgebaut ist. Das Lei- 
stungsnebenschluBelement 12 ist parallel zu einer lichtemit- 
tierenden Diode (LED) 14 zwischen einem ersten elektri- 
schen Kontakt 15 und einem zweiten elektrischen Kontakt 
17 der LED 14 geschaltet. Wenn eine Spannung V, die zwi- 
schen die elektrischen Kontakte angelegt wird, eine Schwel- 
lenspannung uberschreitet, wird die Leistungsdissipation in- 
nerhalb der LED 14 durch das LeistungsnebenschluBele- 
ment 12 begrenzt, das die Spannung V auf eine Klemmspan- 
nung klemmt und einen Strom I s von. der LED 14 wegleitet. 
Somit liefert das LeistungsnebenschluBelement 12 einen 
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Schutz fur die LED 14 gegeniiber einer elektrischen Uber- 
belastung, wie sie beispielsweise durch eine elektrostatische 
Endadung (ESD) bewirkt wird, die LEDs beschadigt, wenn 
kein LeistungsnebenschluBelement 12 vorhanden ist. 

Das LeistungsnebenschluBelement 12 kann unter Ver- 
wendung einer Vielzahl von Spannungsklemmbauelemen- 
ten, wie z, B. einer Rucken-an-Rucken-Konfiguration von 
Dioden 16a, 16b implementiert werden. Wenn die Span- 
nungsklemmbauelemente Zener-Dioden sind, werden die 
Schwellenspannung und die Klemmspannung durch die Ze- 
ner-Spannung der einen der Zener-Dioden bestirnmt, die in 
Sperrichtung vorgespannt ist, bzw. durch die Vorwarts-Ein- 
schaltspannung der einen der Zener-Dioden, die in FluBrich- 
tung vorgespannt ist. Wenn als Alternative die Rucken-an- 
Riicken-Dioden 16a, 16b Transientenspannungsunterdriik- 
kungs-Dioden (TVS-Dioden; TVS = Transient Voltage Sup- 
pressor) sind, werden die Schwellenspannung und die 
Klemmspannung durch die Stand-Off-Sperrspannung der 
TVS-Dioden bestirnmt. 

Die Schwellenspannung des LeistungsneberischluBele- 
ments 12 wird ausgewahlt, um zumindest so groB wie die 
Spitzenbetriebsspannung der LED 14 zu sein, die zu schiit- 
zen ist. Beispielsweise wird die Schwellenspannung ausge- 
wahlt, um zumindest so groB wie die FluBubergangsspan- 
nung der LED 14 zu sein, um einen korrekten Betrieb der 
LED zu ermdglichen. Die Klemmspannung wird ausge- 
wahlt, um ausreichend klein zu sein, um die Leistungsdissi- 
pation innerhalb der LED 14 zu begrenzen, wodurch die Zu- 
verlassigkeit der LED sichergestellt wird, selbst wenn die 
angelegte Spannung V die FluBubergangsspannung der 
LED 14 uberschreitet. 

Fig. 2 zeigt einen Querschnitt einer Anordnung 10a mit 
einer lichtemittierenden Diode, die gemaB einem ersten be- 
vorzugten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung 
aufgebaut ist. Die LED 14 ist an einer ersten Befestigungs- 
stelle 21a einer ersten Elektrode 22a befestigt, die von ei- 
nem Gehause 23 der LED- Anordnung 10a vorsteht, und 
zwar unter Verwendung von Epoxydharz, Lotmittel oder ei- 
nem anderen /Befestigungsmittel. Das Leistungsneben- 
schluBelement 12 ist an einer zweiten Befestigungsstelle 
21b der ersten Elektrode 22a angebracht. Ein Paar von 
Bonddrahten-24ar24b, Netzverbindungen r SchweiBstellen 
oder. anderen Verbindungsmitteln liefert eine eiektrische 
Leitung zwischen dem ersten elektrischen Kontakt 15 der 
LED 14, dem ersten AnschluB 12a des Leistungsneben- 
schluBelements 12 und einer zweiten Elektrode 22b. Eine 
eiektrische Leitung zwischen einem zweiten elektrischen 
Kontakt 17 der LED 14 und einem zweiten AnschluB 12b 
des LeistungsnebenschluBelements 12 wird durch die erste 
Elektrode 22a geschaffen. Das LeistungsnebenschluBele- 
ment 12 begrenzt die Spannung V zwischen dem ersten 
elektrischen Kontakt 12 und dem zweiten elektrischen Kon- 
takt 17 der LED 14 auf die Klemmspannung und leitet einen 
Strom I s von der LED 14 weg, wenn die angelegte Span- 
nung V die Schwellenspannung uberschreitet. 

. Fig. 3 zeigt einen Querschnitt einer Anordnung 10b mit 
einer lichtemittierenden Diode, die gemaB einem zweiten 
bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfin- 
dung aufgebaut ist. Bei dem zweiten bevorzugten Ausfuh- 
rungsbeispiel ist das LeistungsnebenschluBelement 12 an ei- 
ner Befestigungsstelle 21a einer ersten Elektrode 22a befe- 
stigt, die yon einem Gehause 23 der LED- Anordnung 10b 
vorsteht. Eine LED 14 ist an einer oberen Oberflache des 
LeistungsnebenschluBelements 12 unter Verwendung einer 
Rip-Chip-Lottechnik befestigt, derart, daB ein erster eiektri- 
scher Kontakt 15 der LED 14 mit einem ersten AnschluB 
12a des LeistungsnebenschluBelements 12 elektrisch ver- 
bunden ist, und daB ein zweiter elektrischer Kontakt 17 der 
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LED 14 mit einem zweiten, AnschluB 12b des Leistungsne- 
benschluBelements 12 elektrisch verbunden ist. Der erste 
elektrische Kontakt 15 und der erste AnschluB 12a sind mit 
der ersteri Elektrode 22a unter Verwendung eines Bonddrah- 
tes 24a oder eines anderen Verbindungstyps gekoppelt. Der 5 
zweite elektrische Kontakt 17 und der zweite AnschluB 12b 
sind mit der zweiten Elektrode 22b unter Verwendung eines 
Bonddrahtes 24b "oder eines anderen Verbindungstyps ge- 
koppelt. Das Leistungsnebenschlufielement 12 begrenzt die 
Spannung V zwischen dem ersten elektrischen Kontakt 15 10 
und dem zweiten elektrischen Kontakt 17 der LED 14 auf 
die Klemmspannung und leitet einen Strom Is von der LED 
weg, wenn die angelegte Spannung V die Schwellenspan- 
nung uberschreitet. 



15 



Patentanspruche 



1 . Anordnung (10) mit einer lichtemittierenden Diode, 
mit folgenden Merkmalen: 

einer lichtemittierenden Diode (14) mit einem ersten 20 
elektrischen Kontakt (15) und einem zweiten elektri- 
schen Kontakt (17); 

einem Gehause (23) mit einer ersten Elektrode (22a), 
die mit dem ersten elektrischen Kontakt (15) gekoppelt 
ist, und einer zweiten Elektrode (22b), die mit dem 25 
zweiten elektrischen Kontakt (17) gekoppelt ist, wobei 
die erste Elektrode (22a) und die zweite Elektrode 
(22b) zum Empfangen einer angelegten Spannung vor- 
gesehen sind; 

einem LeistungsnebenschluBelement (12), das mit dem 30 
ersten elektrischen Kontakt (15) und mit dem zweiten 
elektrischen Kontakt (17) gekoppelt ist, das einen elek- 
trischen Strom (Is) von der lichtemittierenden Diode 
nebenschlieBt, wenn die angelegte Spannung eine 
Schwellenspannung uberschreitet 35 

2. Anordnung nach Anspruch 1, bei der die erste Elek- 
trode (15) eine erste Befestigungsstelle (21a), die die 
lichtemittierende Diode (14) aufnimmt, und eine 
zweite Befestigungsstelle (21b) zum Aufhehmen des 
LeistungsnebenschluBelements (12) aufweist, wobei 40 
die Kopplung zwischen dem zweiten elektrischen Kon- 
takt (17) und dem LeistungsnebenschluBelement (12) 
durch die erste Elektrode (22b) geschaffen ist. 

3. Anordnung (10) nach Anspruch 1, bei der das Lei- 
stungsnebenschluBelement (12) eine untere Oberfla- 45 
che, die an der ersten Elektrode : (22a) angebracht ist, 
und eine obere Oberflache mit einem ersten AnschluB 
(12a) und einem zweiten AnschluB (12b) hat, wobei 
der erste elektrische Kontakt (15) der lichtemittieren- 
den Diode (14) mit dem ersten AnschluB (12a) gekop- 50 
pelt ist, und wobei der zweite elektrische Kontakt (17) 
der lichtemittierenden Diode mit dem zweiten An- 
schluB (12b) unter Verwendung einer Flip-Chip- Lot- 
technik gekoppelt sind. 

4. Anordnung nach einem der vorhergehenden An- 55 
spriiche, bei der das LeistungsnebenschluBelement eine 
Rucken-An-Rucken-Konfiguration von Spannungs- 
klemmbauelementen umfaBt. 

5. Anordnung nach Anspruch 4, bei der die Rucken- 
An-Rucken-Konfiguration von Spannungsklemmbaii- 60 
elementen zumindest eine Zener-Diode umfaBt. 

6. Anordnung nach Anspruch 4, bei der die Rucken- 
An-Rucken-Konfiguration von Spannungsklemmbau- 
elementen (16a, 16b) zumindest eine Transientenspan- 
nungsunterdruckungseinrichtung umfaBt. 65 
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